Milan Novak

Méreni dynamickych parametra tranzistora

Ukol méfeni: Zméite zavislost velikosti naboje fidici elektrody tranzistoru MOSFET a IGBT
na urovni budiciho signalu.

Schéma zapojeni:
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Nameérené a vypoctené hodnoty:

MOSFET IRF 740

Us [V] Q [nC]
6,4 34
7.4 40
8,8 46
10,8 60
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Zavér: Z méfeni vyplynula uméra mezi budicim napéti gatu a ndbojem, kterém se nabije
parazitni kapacita gatu. Déle je vidét,Ze tranzistor MOSFET ma diky technologii vyroby vétsi
kapacitu gatu a tudiz se nabije vétSim nabojem. IGBT v tomto ohledu jasné vitézi. Takze jej
1ze rychleji spinat, nez MOSFET.



